Sprawdzian elektroniczne elementy przetaczajace

1. Czym charakteryzuja si¢ elementy przelgczajace?
Elementy przelaczajace majg charakterystyke pradowo-napigciowg typu S i pracuja w dwoch stanach:
e Blokowania (zwany rowniez stanem wylaczenia, ktory charakteryzuje si¢ bardzo duza rezystancja
elementu).
e Przewodzenia (zwany rOwniez stanem wilgczenia, ktory charakteryzuje si¢ bardzo matg rezystancja
elementu).
2. Poréwnaj tranzystor jednozlgczowy z tranzystorem bipolarnym.
Tranzystor jednoztaczowy ma trzy elektrody emiter 1 dwie bazy pierwsza E-B1 spolaryzowana w kierunku
przewodzenia druga B2 zaporowo, natomiast tranzystor bipolarny ma trzy elektrody E-B-C. Baza emiter
spolaryzowana przewodowo B-C zaporowo.
3. Czym rozni si¢ dynistor od diaka, a czym od tyrystora?
Dynistor jest to element potprzewodnikowy o strukturze czterowarstwowej typu NPNP a Diak jest to dynistor
symetryczny.
4. Jaka jest zasada dzialania tyrystora?
Przelaczenie tyrystora moze nastgpi¢ w wyniku przeptywu pradu przez bramke. Im mniejsze jest napigcie
migdzy anodg a katoda, tym wiekszy musi by¢ prad bramki, aby nastgpito przelaczenie tyrystora. Mozna go
wylaczy¢ dopiero wowczas, gdy przez bramke nie bedzie ptynal prad 1 gdy zmniejszymy napiecie miedzy
anoda a katoda.
5. Narysuj i oméw przebieg charakterystyki pradowo-napieciowej tyrystora.
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6. Wymien parametry tyrystora.
e napiegcie przelaczania, przy zerowym pradzie bramki;
e prad trzymania - naj mniej sza warto$¢ pradu ptyngcego przez tyrystor, przy ktorej nie nastepuje jego
wylaczenie;
e prad przelaczajacy bramki - wartos$¢ pradu powodujacego przetaczenie tyrystora, przy okreslonym
napieciu miedzy anodg a katoda;
e czas wlaczania;
e czas wylaczania.
7. Gdzie stosuje si¢ tyrystory?
» uktadach zasilania - jako regulatory mocy;
* automatyce - jako styczniki;
« innych uktadach elektrycznych - jako przerywacze pradu statego, sterowniki pragdu przemiennego.
8. Porownaj strukture i dzialanie tranzystora unipolarnego bipolarnego.



Tranzystory bipolarne NPN, PNP (ang. Transfer Resistor) nalezg do grupy elementéw potprzewodnikowych o
regulowanym (sterowanym) przeplywie nosnikow tadunku elektrycznego.
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W tranzystorach polowych w przeplywie pradu biorg udziat nosniki wigkszosciowe jednego rodzaju - dziury
lub elektrony (stad nazwa unipolarne). W tranzystorach z kanatem typu N nos$nikami pradu sg elektrony, a z
kanatem typu P - dziury.

9. Jaka jest r6znica miedzy zasada dzialania tranzystora zlaczowego i tranzystora z izolowang bramka?
Zasade¢ dziatania tranzystora JFET (ang. Junction Field Effect Transistor)

Jezeli napigcie Ugs = O 1 Ups ma matg wartos¢, to prad zmienia si¢ liniowo w funkcji przyktadanego

napiecia (tranzystor zachowuje si¢ jak rezystor). Podczas narastania napigcia Upg ztgcze kanal-bramka (PN) jest
coraz silniej polaryzowane zaporowo, przy czym polaryzacja ta jest silniejsza w poblizu drenu. Przy pewnej
warto$ci napigcia Ups = Upssat = Up nastepuje zamkniecie (odcigcie) kanatu przy drenie. Tranzystor wchodzi w
stan nasycenia, a prad przez niego plynacy jest pradem nasycenia.

W tranzystorach z izolowang bramka IGFET maja konstrukcje MIS (ang. Metal Insulator Semiconductor) z
kanatem typu N lub P, izolowanym od bramki warstwa dielektryka.

Jezeli do bramki zostanie przylozone napigcie dodatnie, to powstanie kanat wzbogacony, a jesli ujemne

- to kanat zubozony. W tranzystorze z kanalem wzbogaconym wzrost napigcia Ugs powyzej wartosci napiecia
progowego Ut powoduje powstanie kanalu. Napiecie progowe Ur to napigcie, jakie nalezy przytozy¢ do
bramki, aby powstata warstwa inwersyjna. Kazdy nastepny przyrost napigcia Ugs powoduje przyrost fadunku
wprowadzanego przez bramke, ktory jest kompensowany tadunkiem no$nikow powstajacego kanatu. W
tranzystorze z kanalem zubozonym wzrost napiecia Ugs powoduje silniejsze zubozenie kanatu, az wreszcie
przy pewnej jego wartosci, rownej tzw. napieciu odcigecia Ugsosr kanat zanika.

10. Jakie parametry ma tranzystor zlaczowy, a jakie tranzystor z izolowana bramka?
Do parametrow tranzystora ztagczowego zaliczamy:

* rezystancje kanatu - jej wartos¢ jest bardzo duza (kQ),

* prad nasycenia drenu - przy okreslonym napi¢ciu dren-zrodlo jest on w granicach od 2 do 25 mA,
* napiecie bramka-Zrddto - wynosi ono od Odo -7,5 V.

Parametrami tranzystora MIS s3:

* napigcie progowe - UT;

* napi¢cie odciecia - UGSoff;

* prad nasycenia, przy zwartym zrodle 1 bramce,

* rezystancje kanatu, przy maksymalnym pradzie drenu;

* rezystancje kanatu, przy wytaczonym kanale.

11. Jakie sg czestotliwosci graniczne w tranzystorach polowych?



Czestotliwos$ci graniczne tranzystora MIS wyznacza si¢ podobnie jak tranzystora ztagczowego

fT = gm/zﬁcg:f'

Czestotliwos¢ maksymalna w tranzystorze zalezy od czasu przelotu no$nikéw przez kanat 1 od statej czasowe;j
fadowania pojemnosci kanat-bramka Cg 1 jest rowna czestotliwos$ci granicznej

fr=12zr,C,.

12. Co oznacza pojecie "odciecie kanalu"?

W tranzystorze z kanatem zubozonym wzrost napigcia UGS powoduje silniejsze zubozenie kanatu, az
wreszcie przy pewnej jego wartosci, rownej tzw. napieciu odciecia UGsoff kanat zanika.

13. Jaka jest roznica miedzy napieciem progowym a napieciem odciecia?

Napiecie progowe UT to napigcie, jakie nalezy przylozy¢ do bramki, aby powstata warstwa inwersyjna.
W tranzystorze z kanalem zubozonym wzrost napiecia Ugs powoduje silniejsze zubozenie kanatu, az
wreszcie przy pewnej jego wartosci, rownej tzw. napieciu odciecia Ugsofr kanat zanika.



